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摘要(译)

简化安装在EL显示装置的薄膜晶体管的制造步骤。通过如下步骤形成薄
膜晶体管，并且使用该薄膜晶体管制造EL显示装置：层叠第一导电膜、
绝缘膜、半导体膜、杂质半导体膜、第二导电膜；在其上形成第一抗蚀
剂掩模；进行第一蚀刻形成薄膜叠层体；对该薄膜叠层体进行带着侧面
蚀刻的第二蚀刻形成栅电极层；使用第二抗蚀剂掩模形成源电极及漏电
极层等。
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